Z@ A Sputteranlage — MRC

Zentrum fiir Mechatronik
und Automatisierungstechnik

[ Aufgabe

Herstellung von Dunnschichten und Funktionsschichten — Me:a-C:H,
vorzugsweise Ni:a-C:H und anderen Schichten

[ Technische Daten
Anlage: Substrat und Dinnschicht::
« Einkammersystem mit Schleuse * Substratdimension (max.):
* Prozesskammer: kombinierter Durchmesser 152 mm
PVD/CVD Prozess Hohe 1 cm
* RF-Magnetron (5%), * Homogenitatsbereich
RF Substratbias (dRg, ~ 30 %) ca. 70 mm
» Schleuse: Substratheizung durch * Metalle: Cr, Ni, FeNi, und andere.

Halogenstrahler (T,,,, = 350 °C)

Funktionsweise

* Prozess- und Precursorgaseinleitung tber Ringgasdusche
* Reaktiver Sputterprozess mit Abscheidung von Me:a-C:H Dinnschichten
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« Substratteller statisch wahrend des Prozesses, keine aktive Heizung
« Vor- und nachheizen der Substrate in der Schleuse

Arbeitsgruppe:
Sensorik und Dinnschichttechnik
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